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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接地電位とされた真空容器と、
　高周波電極が配置され、前記高周波電極に高周波電力を与えることでプラズマ放電を発
生させるためのプラズマ生成空間、及び、基板を搭載可能な基板保持機構が配置された成
膜処理空間に、前記真空容器内部を隔離する導電性隔壁板と、を備え、
　前記導電性隔壁板は、
　前記プラズマ生成空間と前記成膜処理空間を通じさせる複数の貫通孔であって、前記プ
ラズマが生成されたプラズマ生成空間中の活性種が通過可能な貫通孔が穿孔されていると
共に、
　前記プラズマ生成空間から隔離され、かつ前記成膜処理空間と複数の拡散孔を介して通
じている内部空間が形成され、かつ、前記内部空間に材料ガスが供給可能になっており、
さらに、
　周縁部で、前記真空容器の内壁に取り付けられた導電材固定部に取り付けられ、前記導
電材固定部及び前記真空容器を介して接地電位とされており、
　前記真空容器及び前記導電性隔壁板及び前記導電材固定部により、前記プラズマ生成空
間及び前記成膜処理空間の密閉状態が形成されていることを特徴とするＣＶＤ装置。
【請求項２】
　前記導電性隔壁板は、前記周縁部がばね性のある導電体を介して押し付け固定されてい
ることを特徴とする請求項１に記載のＣＶＤ装置。



(2) JP 4791637 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記導電性隔壁板は、クリーニング時に隔壁板を加熱する加熱手段が内蔵されているこ
とを特徴とする請求項１または２に記載のＣＶＤ装置。
【請求項４】
　前記加熱手段が前記導電性隔壁板の外周端から中央に向かって途中の領域まで設けられ
ている請求項３に記載のＣＶＤ装置。
【請求項５】
　前記加熱手段は、前記フッ素の吸着を防止する温度範囲に導電性隔壁板を加熱するもの
であることを特徴とする請求項３または４に記載のＣＶＤ装置。
【請求項６】
　接地電位とされた真空容器と、
　高周波電極が配置され、前記高周波電極に高周波電力を与えることでプラズマ放電を発
生させるためのプラズマ生成空間、及び、基板を搭載可能な基板保持機構が配置された成
膜処理空間に、前記真空容器内部を隔離する導電性隔壁板と、を備え、
　前記導電性隔壁板は、
　前記プラズマ生成空間と前記成膜処理空間を通じさせる複数の貫通孔であって、前記プ
ラズマが生成されたプラズマ生成空間中の活性種が通過可能な貫通孔が穿孔されていると
共に、
　前記プラズマ生成空間から隔離され、かつ前記成膜処理空間と複数の拡散孔を介して通
じている内部空間が形成され、かつ、前記内部空間に材料ガスが供給可能になっており、
さらに、
　周縁部で、前記真空容器の内壁に取り付けられた導電材固定部に取り付けられ、前記導
電材固定部及び前記真空容器を介して接地電位とされており、
　前記真空容器及び前記導電性隔壁板及び前記導電材固定部により、前記プラズマ生成空
間及び前記成膜処理空間の密閉状態が形成されたＣＶＤ装置を用いた処理方法であって、
　前記高周波電極に高周波電力を与えて前記プラズマ生成空間でプラズマ放電を発生させ
ることにより前記プラズマ生成空間で生成された前記活性種を、前記導電性隔壁板に形成
された複数の貫通孔を通して前記成膜処理空間に導入させて薄膜を形成する成膜工程と、
　前記成膜工程後に、前記導電性隔壁板を接地電位としつつ、前記プラズマ生成空間にク
リーニングガスを導入し、その内部に配置されている高周波電極に高周波電力を与えて活
性種を生成させ、当該生成された活性種を前記導電性隔壁板の複数の貫通孔を通して前記
成膜処理空間に導き、この成膜処理空間に導入された前記活性種によって前記成膜処理空
間をクリーニングするクリーニング工程と、を有することを特徴とするＣＶＤ装置を用い
た処理方法。
【請求項７】
　前記クリーニング工程で用いる前記クリーニングガスは、一種、又は複数種のフッ化ガ
スであり、前記クリーニングガスに酸素ガスが添加されていることを特徴とする請求項６
に記載のＣＶＤ装置を用いた処理方法。
【請求項８】
　前記クリーニング工程で用いる前記クリーニングガスは、一種、又は複数種のフッ化ガ
スであり、前記クリーニングガスにＨｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅのいずれかが添加され
ていることを特徴とする請求項６に記載のＣＶＤ装置を用いた処理方法。
【請求項９】
　前記導電性隔壁板は、前記導電性隔壁板を加熱するための加熱手段を内蔵しており、前
記クリーニング工程において前記導電性隔壁板は、前記貫通孔の内周面へのフッ素の吸着
を防止する温度範囲で加熱されることを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載
のＣＶＤ装置を用いた処理方法。
【請求項１０】
　貫通孔の内周面へのフッ素の吸着を防止する温度範囲で行われる導電性隔壁板の加熱は
、クリーニングガスがフッ化炭素ガス又はフッ化窒素ガスである場合、導電性隔壁板を２
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００℃以上に加熱するものであり、クリーニングガスがフッ化イオウガスである場合、導
電性隔壁板を１００℃以上に加熱するものであることを特徴とする請求項９に記載のＣＶ
Ｄ装置を用いた処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は化学気相成長装置（本明細書において「ＣＶＤ装置」という）と該装置を用い
た処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
大型の液晶ディスプレイの作製方法として、従来、高温ポリシリコン型ＴＦＴ（薄膜トラ
ンジスタ）を利用するものと、低温ポリシリコン型ＴＦＴを利用するものとが知られてい
る。
【０００３】
高温ポリシリコン型ＴＦＴを利用する作製方法では、高品質な酸化膜を得るために、１０
００℃以上の高温に耐える石英基板が使用されていた。
【０００４】
これに対して低温ポリシリコン型ＴＦＴの作製においては、通常のＴＦＴ用ガラス基板を
使用するため、低温環境（例えば４５０℃以下）で成膜を行う必要があるが、低温ポリシ
リコン型ＴＦＴを利用して液晶ディスプレイを製作する方法は、特別な基板を使用する必
要がなく、成膜条件の設定が簡単であるという利点を有し、近年実用化され、その生産量
は拡大しつつある。
【０００５】
低温ポリシリコン型ＴＦＴを利用する液晶ディスプレイの作製で、低温でゲート絶縁膜と
して適当なシリコン酸化膜を成膜する場合、プラズマＣＶＤが使用される。このプラズマ
ＣＶＤでシリコン酸化膜を成膜する際、代表的な材料ガスとしてはシラン、テトラエトキ
シシラン（ＴＥＯＳ）などが使用される。
【０００６】
材料ガスとしてシラン等を使用しプラズマによるＣＶＤでシリコン酸化膜を成膜する場合
、従来のプラズマＣＶＤ装置によれば、基板の前面空間に材料ガスと酸素などを導入し、
材料ガスと酸素の混合ガスでプラズマを生成し、当該プラズマに対して基板を晒すことに
より、当該基板の表面上にシリコン酸化膜を形成するようにしていた。
【０００７】
このように従来のプラズマＣＶＤ装置では、材料ガスは、プラズマＣＶＤ装置内に生成さ
れたプラズマ中に直接的に供給するように構成されていた。このため、従来のプラズマＣ
ＶＤ装置の構成によれば、基板の前面空間に存在するプラズマから基板の成膜面に対して
高エネルギーのイオンが入射し、シリコン酸化膜にダメージを与え、膜特性が悪化すると
いう問題が存在した。さらにプラズマ中に材料ガスが直接的に導入されるため、材料ガス
とプラズマが激しく反応してパーティクルが発生し、これによって歩留まりが低下すると
いう問題もあった。
【０００８】
そこで、上記問題を解決するため、本願出願人は、先の出願である特願平１１－１５７６
９２号により、従来からある遠隔プラズマ方式のＣＶＤ装置の改善を試み、新たなＣＶＤ
装置を提案した。
【０００９】
この特願平１１－１５７６９２号で提案したＣＶＤ装置は、真空容器内でプラズマを生成
して活性種（ラジカル）を発生させ、この活性種と材料ガスとで当該真空容器内に収容さ
れている基板に成膜処理を行うＣＶＤ装置であって、以下のように構成されている。
【００１０】
すなわち、真空容器には、真空容器の内部を二室に隔離する導電性の隔壁板が設けられて
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いる。これらの２室のうち、一方の室の内部は高周波電極が配置されたプラズマ生成空間
として形成され、他方の室の内部は基板を搭載する基板保持機構が配置された成膜処理空
間として形成される。この導電性の隔壁板にはプラズマ生成空間と成膜処理空間を通じさ
せる複数の貫通孔が形成されている。更にこの導電性の隔壁板には、プラズマ生成空間と
隔離され、かつ成膜処理空間と複数の拡散孔を介して通じている内部空間を有している。
材料ガスは、この導電性の隔壁板の内部空間に外部から供給され、前記複数の拡散孔を通
して前記成膜処理空間に導入されるように構成されている。そして、前記プラズマ生成空
間で生成された活性種が、前記導電性の隔壁板に形成されている複数の貫通孔を通して成
膜処理空間に導入され、前記基板に成膜処理が行われるのである。
【００１１】
特願平１１－１５７６９２号で提案した前記ＣＶＤ装置においては、前記導電性隔壁板に
設けられている前記プラズマ生成空間と前記成膜処理空間を通じさせる複数の貫通孔は、
当該貫通孔内でのガス流速をｕ、実質的な貫通孔の長さをＬ、相互ガス拡散係数をＤとす
るとき、ｕＬ／Ｄ＞１の条件を満たすようにして形成されている。
【００１２】
この特願平１１－１５７６９２号で提案した前記ＣＶＤ装置においては、プラズマ生成空
間と成膜処理空間とが導電性の隔壁板によって隔離されているため、成膜処理空間に配置
された基板の処理表面がプラズマに晒されない構成となっている。また、導電性の隔壁板
にはプラズマ生成空間と成膜処理空間を通じさせる複数の貫通孔が形成されているが、こ
の貫通孔は、前記のような条件を満たすように形成されているので、成膜処理空間に導入
された材料ガスが、プラズマ生成空間側に逆拡散することが防止されている。
【００１３】
なお、特願平１１－１５７６９２号では、成膜処理空間に導入された活性種が、隔壁板の
内部空間に逆拡散することを防止するため、前記複数の拡散孔も、貫通孔に要求されてい
る前述した条件を満たすように形成されているＣＶＤ装置も提案されている。
【００１４】
つまり、特願平１１－１５７６９２号においては、ＣＶＤ装置を構成する真空容器の一部
と導電性の隔壁板とを接地電極として利用することにより、高周波電極と真空容器上面部
の間、および高周波電極と隔壁板の制限された空間内でプラズマが生成されるＣＶＤ装置
が提案されている。更に、電極構造を変形させ、前記導電性の隔壁板を利用して、隔壁板
の前記複数の貫通孔を除いて密閉されたプラズマ生成室を形成するために、高周波電極を
プラズマ生成空間の上側位置に設け、高周波電極と隔壁板との間でプラズマ放電を発生さ
せるようにしたＣＶＤ装置も提案されている。
【００１５】
ところで、一般に、ＣＶＤ装置の共通した問題点であるが、成膜を重ねていくと、基板支
持体、成膜室内壁等に堆積物が付着する。それが成膜中の基板上に落下すると、パーティ
クルとして配線の断線等の原因を引き起こし、製品としての歩留まりを低下させる。
【００１６】
そのため、成膜のプロセスとは別に、所定の基板枚数処理後に、適時、プラズマ形成方式
や構造、又は、成膜された膜組成等の用途の違いに応じた個別のクリーニングガスを用い
る最適なクリーニングを行っている。このＣＶＤ装置のクリーニングは、ＣＶＤ装置の安
定した連続稼動を実現するため、成膜プロセス同様、重要なプロセスとなっている。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、前述の特願平１１－１５７６９２号で新たに提案したＣＶＤ装置に対し
最適なクリーニングプロセスを提供するものである。
【００１８】
すなわち、低温ポリシリコン型ＴＦＴを利用した大型液晶ディスプレイの作製等において
、低温でゲート絶縁膜として適当なシリコン酸化膜を成膜するために、前述した特願平１
１－１５７６９２号で新たに提案したＣＶＤ装置によって、プラズマを利用し、シラン等
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の材料ガスを用いてシリコン酸化膜等を大面積基板に成膜するわけであるが、この新たに
提案されたＣＶＤ装置に相応しい、適切なクリーニング方法を提案し、パーティクルの発
生を十分に抑制し、当該ＣＶＤ装置による高い製品歩留まりを維持し、当該ＣＶＤ装置が
、安定的に連続稼動を行えるようにするためのＣＶＤ装置のクリーニング方法を提供する
ことにある。
【００１９】
また、クリーニングガスとして一種又は複数種のフッ化ガスを用いる場合であっても、ク
リーニング工程後の成膜工程で生じる可能性のあるフッ素に起因した薄膜汚染を未然に防
止できるＣＶＤ装置のクリーニング方法を提供することにある。
【００２０】
【課題を解決するための手段及び作用】
　本発明が提案するＣＶＤ装置は、接地電位とされた真空容器と、
　高周波電極が配置され、前記高周波電極に高周波電力を与えることでプラズマ放電を発
生させるためのプラズマ生成空間、及び、基板を搭載可能な基板保持機構が配置された成
膜処理空間に、前記真空容器内部を隔離する導電性隔壁板と、を備え、
　前記導電性隔壁板は、
　前記プラズマ生成空間と前記成膜処理空間を通じさせる複数の貫通孔であって、前記プ
ラズマが生成されたプラズマ生成空間中の活性種が通過可能な貫通孔が穿孔されていると
共に、
　前記プラズマ生成空間から隔離され、かつ前記成膜処理空間と複数の拡散孔を介して通
じている内部空間が形成され、かつ、前記内部空間に材料ガスが供給可能になっており、
さらに、
　周縁部で、前記真空容器の内壁に取り付けられた導電材固定部に取り付けられ、前記導
電材固定部及び前記真空容器を介して接地電位とされており、
　前記真空容器及び前記導電性隔壁板及び前記導電材固定部により、前記プラズマ生成空
間及び前記成膜処理空間の密閉状態が形成されていることを特徴とする。
　また、本発明が提案する上記ＣＶＤ装置を用いた処理方法は、前記高周波電極に高周波
電力を与えて前記プラズマ生成空間でプラズマ放電を発生させることにより前記プラズマ
生成空間で生成された前記活性種を、前記導電性隔壁板に形成された複数の貫通孔を通し
て前記成膜処理空間に導入させて薄膜を形成する成膜工程と、
　前記成膜工程後に、前記導電性隔壁板を接地電位としつつ、前記プラズマ生成空間にク
リーニングガスを導入し、その内部に配置されている高周波電極に高周波電力を与えて活
性種を生成させ、当該生成された活性種を前記導電性隔壁板の複数の貫通孔を通して前記
成膜処理空間に導き、この成膜処理空間に導入された前記活性種によって前記成膜処理空
間をクリーニングするクリーニング工程と、を有することを特徴とする。
【００２１】
すなわち、前述の特願平１１－１５７６９２号で新たに提案したＣＶＤ装置においては、
プラズマ生成空間と成膜処理空間とが導電性の隔壁板によって隔離されており、当該導電
性の隔壁板にはプラズマ生成空間と成膜処理空間を通じさせる複数の貫通孔が形成されて
いるが、この貫通孔は、成膜処理空間に導入された材料ガスのプラズマ生成空間側への逆
拡散を防止する条件を満たすように形成されている。
【００２２】
そこで、成膜処理空間と導電性の隔壁板によって隔離されているプラズマ生成空間に直接
クリーニングガスを導入し、当該プラズマ生成空間内の高周波電極に高周波電力を与えて
活性種（ラジカル）を生成させ、この生成された活性種（ラジカル）を、接地電位にされ
ている導電性隔壁板の複数の貫通孔を通して成膜処理空間に導き、この成膜処理空間に導
入された活性種によって成膜処理空間をクリーニングするというものである。
【００２３】
ここで、クリーニングガスとしては、フッ化ガスを用いることができ、例えば、ＮＦ３、
Ｆ２、ＳＦ６、ＣＦ４、Ｃ２Ｆ６、Ｃ３Ｆ８等のフッ化ガスの中の一種、又は複数種を用
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いることができる。
【００２４】
このようにクリーニングガスとしてフッ化ガスを用いる前述した本発明のＣＶＤ装置のク
リーニング方法によれば、シリコン酸化膜、ａ－Ｓｉ膜を所定処理枚数成膜した後、プラ
ズマ生成空間にフッ化ガスを導入し、プラズマ生成空間で放電を行って活性種（フッ素ラ
ジカル）を生成させ、接地電位の導電性隔壁板の複数の貫通孔を通して当該フッ素ラジカ
ルを成膜処理空間に導き、成膜処理空間をクリーニングする、すなわち、真空容器の内壁
、基板保持機構等の表面に付着した堆積物と前記フッ素ラジカルを反応させ、これを除去
させて、排気ポートより排出させることができる。
【００２５】
ここで、フッ素ラジカルへの解離を促進させるためには、前述のフッ化ガスに酸素ガスを
添加するとよい。例えば、J.Appl.Phys.Vol.52(1981) p.162にて提案されているように、
６０％以下の濃度で酸素を添加することにより、フッ素原子ラジカルの密度を無添加の場
合に比べて増大させることができる。
【００２６】
前記のようにフッ化ガスを用いると、プラズマ生成空間内で生成されるラジカルはフッ素
ラジカルとなるが、成膜処理空間等への堆積物が炭化物である場合には、クリーニングガ
スとしてＯ２を用いる。
【００２７】
又、プラズマ密度が低く、十分なクリーニング速度が得られない場合には、Ｈｅ、Ｎｅ、
Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅ等の電離電圧の高い不活性ガスをクリーニングガスに混入させると、当
該不活性ガスの混入により電子温度が高くなり、フッ化ガス等のクリーニングガスの解離
が促進され、クリーニング速度の向上を図ることができる。
【００２８】
なお、前記のようにクリーニングガスとしてフッ化ガスを用いて本発明のＣＶＤ装置のク
リーニング方法を実施した場合、クリーニング工程で隔壁板の貫通孔等の内面に吸着され
ていたクリーニングガスが、クリーニング完了後の成膜工程の進行にともない、隔壁板内
部から成膜処理空間に放出され、このようなクリーニングガスに起因したフッ素が、クリ
ーニング完了後の成膜工程で成膜中の薄膜にとり込まれて、薄膜本来の特性を劣化させて
しまうことがある。
【００２９】
本願は、本発明のクリーニング方法においてフッ化ガスをクリーニングガスとして用いる
場合に生じ得る前記のような問題点を未然に防止し得る以下に述べるＣＶＤ装置のクリー
ニング方法をも提案するものである。
【００３０】
このクリーニング方法は、前述した本発明のＣＶＤ装置のクリーニング方法において、導
電性隔壁板を接地電位としつつ、前記プラズマ生成空間にクリーニングガスを導入し、そ
の内部に配置されている高周波電極に高周波電力を与えて活性種を生成させ、当該生成さ
れた活性種を前記導電性隔壁板の複数の貫通孔を通して前記成膜処理空間に導く際に、前
記導電性隔壁板の加熱が行われていることを特徴とするものであり、より具体的には、前
記導電性隔壁板の加熱を、前記貫通孔の内周面及び隔壁板表面へのフッ素の吸着を防止す
る温度範囲で行うことを特徴とするものである。
【００３１】
貫通孔の内周面及び隔壁板表面へのフッ素の吸着を防止する温度範囲はクリーニングガス
として用いられるフッ化ガスの種類に応じてそれぞれ異なっている。例えば、クリーニン
グガスがＣＦ４、Ｃ２Ｆ６、Ｃ３Ｆ８等のフッ化炭素ガス、又はＮＦ３等のフッ化窒素ガ
スである場合には２００℃以上、ＳＦ６等のフッ化イオウガスである場合には１００℃以
上に導電性隔壁板が加熱される。
【００３２】
このような導電性隔壁板の加熱は、例えば、導電性隔壁板にヒータ等の加熱手段を内蔵さ
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せておいて行うことができる。
【００３３】
かかるクリーニング方法によれば、クリーニングガスとして用いられるフッ化ガスの種類
に応じて、導電性隔壁板をこれに設けられている前記複数の貫通孔の内周面へのクリーニ
ングガスの吸着を防止できる必要温度以上にまで加熱できるので、クリーニング中に貫通
孔内周面及び隔壁板表面等に吸着するフッ素を脱離させ、クリーニング完了後の成膜工程
での成膜における薄膜へのフッ素汚染を未然に防止することができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の好適な実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００３５】
図１と図２を参照して本発明クリーニング方法が適用されるＣＶＤ装置の実施形態を説明
する。
【００３６】
図１、図２図示のＣＶＤ装置は、好ましくはシランを材料ガスとして使用し、通常のＴＦ
Ｔ用ガラス基板１１の上面にシリコン酸化膜をゲート絶縁膜として成膜する際に用いられ
るものである。
【００３７】
図１図示のように、ＣＶＤ装置の真空容器１２は、成膜処理を行う際、排気機構１３によ
ってその内部が所望の真空状態に保持される。排気機構１３は真空容器１２に形成された
排気ポート１２ｂ－１に接続されている。
【００３８】
真空容器１２の内部には、水平な状態で導電性部材で作られた隔壁板１４が設けられてお
り、平面形状が例えば矩形の隔壁板１４は、その周縁部が導電材固定部２２の下面に押さ
え付けられて密閉状態を形成するように配置されている。こうして真空容器１２の内部は
隔壁板１４によって上下の２つの室に隔離され、上側の室はプラズマ生成空間１５に形成
され、下側の室は成膜処理空間１６に形成されている。
【００３９】
隔壁板１４は、所望の特定の厚みを有し、かつ全体的に平板状の形態を有し、さらに真空
容器１２の水平断面形状に類似した平面形状を有する。隔壁板１４には内部空間２４が形
成されており、また、所定条件を満たす複数の貫通孔２５が内部空間２４を貫通する状態
で分散して形成されていて、これらの貫通孔２５を介してのみプラズマ生成空間１５と成
膜処理空間１６はつながっている。
【００４０】
ガラス基板１１は、成膜処理空間１６に設けられた基板保持機構１７の上に配置されてい
る。ガラス基板１１は隔壁板１４に実質的に平行であって、その成膜面（上面）が隔壁板
１４の下面に対向するように配置されている。基板保持機構１７の電位は真空容器１２と
同じ電位である接地電位４１に保持される。さらに基板保持機構１７の内部にはヒータ１
８が設けられている。このヒータ１８によってガラス基板１１の温度は所定の温度に保持
される。
【００４１】
真空容器１２の構造を説明する。真空容器１２は、その組立て性を良好にする観点から、
プラズマ生成空間１５を形成する上容器１２ａと、成膜処理空間１６を形成する下容器１
２ｂとから構成される。上容器１２ａと下容器１２ｂを組み合わせて真空容器１２を作る
とき、両者の間の位置に導電性の隔壁板１４が設けられる。隔壁板１４は、確実に接地電
位とするため、例えば、図３（ａ）に示す方式で、導電材固定部２２に接触するようにし
て取り付けられる。これによって、隔壁板１４の上側と下側に、隔離されたプラズマ生成
空間１５と成膜処理空間１６が形成され、隔壁板１４と上容器１２ａとによってプラズマ
生成空間１５が形成される。
【００４２】
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図１図示の実施形態では、プラズマ生成空間１５においてプラズマ１９が生成されている
領域は、隔壁板１４と、上容器１２ａと、ほぼ中央位置に配置されている板状の電極（高
周波電極）２０とから形成されている。
【００４３】
電極２０には複数の孔２０ａが形成されている。電極２０は、上容器１２ａの側部内面に
沿って設けられた２つの絶縁部材２１ａ、２１ｂによって支持され、固定される。
【００４４】
なお、隔壁板１４は、真空容器１２内にある導電材固定部２２との間に導電体３２を挟み
、取り付けネジ３３によって導電材固定部２２に固定されている（図３（ａ））。導電体
３２は、いわゆるスパイラルシールドのようなばね性のある紐状の導電体であり、図３（
ａ）図示のような取り付け構造を採用することによって、隔壁板１４と接地電位の金属面
との接触を確実にし、高周波の成膜処理空間への漏れを皆無にすることができる。ただし
、隔壁板１４の取り付けは、ＣＶＤ装置のクリーニングの際に、隔壁板１４を確実に接地
電位とすることができるものであれば、図３（ａ）の構造に限定されるものではない。
【００４５】
また、隔壁板１４は、図３（ｂ）に示すように、内部に隔壁板１４を加熱するためのヒー
タ３０を内蔵することができる。この場合、導入パイプ２８は、ヒータ３０の下に配置さ
れる。
【００４６】
ヒータ３０は、クリーニングガスとしてフッ化ガスが用いられる場合に、フッ化ガスの種
類に応じて、隔壁板１４に設けられている複数の貫通孔２５の内周面へのクリーニングガ
スの吸着を防止する必要温度以上にまで隔壁板１４を加熱することを目的として配備され
るものである。そこで、隔壁板１４の大きさ、必要な加熱温度等の条件によって、内蔵さ
れるヒータ３０の本数、配置状態等を任意に定めることができる。また、ヒータ３０と同
様にして隔壁板１４の加熱温度を検知するための熱電対等の検出センサー（不図示）を隔
壁板１４に内蔵させることもできる。
【００４７】
なお、隔壁板１４を加熱するための構造、加熱手段等は、前記目的が達成されるものであ
れば、図３（ｂ）図示の形態に限定されるものではない。
【００４８】
絶縁部材２１ａには、外側からプラズマ生成空間１５へ酸素ガスとクリーニングガスを導
入する導入パイプ２３ａ、２３ｂが設けられている。酸素ガス導入パイプ２３ａ、クリー
ニングガス導入パイプ２３ｂは流量制御を行うマスフローコントローラ（図示せず）を介
して酸素ガス供給源、クリーニングガス供給源（それぞれ図示せず）に接続されており、
複数箇所設けられている。
【００４９】
クリーニングガスとしては、ＮＦ３、Ｆ２、ＳＦ６、ＣＦ４、Ｃ２Ｆ６、Ｃ３Ｆ８等のフ
ッ化ガスを用いる。
【００５０】
クリーニングガスのシリコン酸化膜に対するエッチング速度が小さい場合には、プラズマ
放電の電子温度を上げることにより、クリーニングガスの解離度を更にあげて、ラジカル
密度を増大させるべく、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒ、Ｘｅ等の不活性ガスをクリーニングガ
スに添加することができる。
【００５１】
これらの添加ガスの導入方法は、酸素ガス導入パイプ２３ａ、又はクリーニングガス導入
パイプ２３ｂと同系統のガス配管の途中から接続して導入することも、又は、添加ガス専
用で別系統の配管、及び導入パイプを新たに設けることもできる。
【００５２】
真空容器１２の内部は、隔壁板１４によってプラズマ生成空間１５と成膜処理空間１６に
隔離されているが、隔壁板１４には所定条件を満たす複数の貫通孔２５が内部空間２４を
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貫通する状態で分散して形成されており、これらの貫通孔２５を介してのみプラズマ生成
空間１５と成膜処理空間１６はつながっている。
【００５３】
さらに隔壁板１４の下壁には材料ガスを成膜処理空間１６に供給する複数の拡散孔２６が
形成されている。
【００５４】
上記の貫通孔２５は、成膜処理空間１６に導入された材料ガスが、プラズマ生成空間１５
側に逆拡散することを防止すべく、貫通孔２５内でのガス流速をｕ、実質的な貫通孔２５
の長さをＬ、相互ガス拡散係数（貫通孔２５の両側の２種のガスの相互ガス拡散係数）を
Ｄとするとき、ｕＬ／Ｄ＞１の条件を満たすようにして形成されている。なお、拡散孔２
６も貫通孔２５に適用されている前記条件が適用されているように構成しておけば、成膜
処理空間１６に導入された活性種が、隔壁板１４の内部空間２４へ逆拡散するのを防止す
る上で、一層効果的である。
【００５５】
内部空間２４には、材料ガスを導入するための導入パイプ２８が接続されている。導入パ
イプ２８は側方から接続されるように配置されている。また内部空間２４の中には、材料
ガスが拡散孔２６から均一に供給されるように、複数の孔を有するように穿孔された均一
板２７がほぼ水平に設けられている。
【００５６】
上容器１２ａの天井部には、電極２０に接続された電力導入棒２９が設けられている。電
力導入棒２９によって電極２０に放電用高周波電力が給電される。電極２０は高周波電極
として機能する。
【００５７】
電力導入棒２９は絶縁物３１で被われており、他の金属部分との絶縁が図られている。
【００５８】
図２図示の実施形態のＣＶＤ装置は、図１図示の実施形態とは、電極構造を変形させ、高
周波電極２０をプラズマ生成空間１５の上側位置に設け、高周波電極２０と隔壁板１４と
の間でプラズマ放電を発生させるものである。
【００５９】
基本的な構成要素は、図１で説明した実施形態のＣＶＤ装置の構成要素と実質的に同一で
あり、共通する構成要素には同一の符号を付し、ここで詳細な説明を反復することは省略
する。
【００６０】
図２図示の実施形態の特徴的構成は、上容器１２ａの天井部の内側に絶縁部材２１ａを設
け、かつその下側に電極２０を配置するようにした点にある。電極２０には孔２０ａは形
成されず、一枚の板状の形態を有する。電極２０と隔壁板１４によって平行平板型電極構
造によるプラズマ生成空間１５を形成する。
【００６１】
その他の構成は第１実施形態の構成と実質的に同じである。
【００６２】
上記のように構成されたＣＶＤ装置において、本発明のクリーニング方法を必要とする成
膜方法の概略について説明する。図示しない搬送ロボットによってガラス基板１１が真空
容器１２の内部に搬入され、基板保持機構１７の上に配置される。真空容器１２の内部は
、排気機構１３によって排気され、減圧されて所定の真空状態に保持される。次に、酸素
ガス導入パイプ２３ａを通して酸素ガスが真空容器１２のプラズマ生成空間１５に導入さ
れる。
【００６３】
一方、材料ガスである例えばシランが導入パイプ２８を通して隔壁板１４の内部空間２４
に導入される。シランは、最初に内部空間２４の上側部分に導入され、均一板２７で均一
化されて下側部分に移動し、次に拡散孔２６を通って成膜処理空間１６に直接に、すなわ
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ちプラズマに接触することなく導入される。成膜処理空間１６に設けられた基板保持機構
１７は、ヒータ１８に通電が行われているため、予め所定温度に保持されている。
【００６４】
上記の状態で、電極２０に対して電力導入棒２９を介して高周波電力が供給される。この
高周波電力によって放電が生じ、プラズマ生成空間１５内において電極２０の周囲に酸素
プラズマ１９が生成される。酸素プラズマ１９を生成することで、中性の励起種であるラ
ジカル（励起活性種）が生成され、基板１１の表面上にシリコン酸化物が堆積し、薄膜が
形成される。
【００６５】
次に、前述したＣＶＤ装置に適用される本発明のクリーニング方法について、クリーニン
グガスとして、ＮＦ３ガスを使用した場合について説明する。
【００６６】
クリーニングを行うタイミングは、予め決められた所定時間ごと、あるいは所定の基板枚
数毎等の基準に基づいて成膜後適時行われ、シランのような原料ガスを遮断し、成膜時に
プラズマ生成空間１５に導入されていた酸素ガスをフッ素ガスのようなクリーニングガス
に切り替えることにより、利用するラジカルの違いこそあれ、機構的には、上述の成膜時
のものと大差はない。
【００６７】
つまり、本発明によるＣＶＤ装置のクリーニング方法は次のように行われる。導電材料で
形成されている隔壁板１４を接地電位にしておき、プラズマ生成空間１５に、クリーニン
グガスとしてＮＦ３ガスを導入し、かつ電極２０に高周波電力を供給して、プラズマ生成
空間１５内にフッ素ラジカルを生成する。生成されたフッ素ラジカルは、隔壁板１４の複
数の貫通孔２５を通って成膜処理空間１６に導入され、これによって、成膜処理空間１６
内がクリーニングされる。
【００６８】
なお、このときクリーニング速度を向上させるため、Ａｒガス等の不活性ガス、又は酸素
ガスをクリーニングガス（ＮＦ３）に混入させてもよい。
【００６９】
また、炭化物の堆積がある場合には、クリーニングガスとして酸素を用いるとよい。
【００７０】
また、クリーニングガスとしてフッ化ガスが用いられる場合には、貫通孔２５の内周面へ
のフッ素の吸着を防止すべく、クリーニングガスとして用いられるフッ化ガスの種類に応
じて、例えば、ＣＦ４、Ｃ２Ｆ６、Ｃ３Ｆ８等のフッ化炭素ガス、又はＮＦ３等のフッ化
窒素ガスが用いられているときには、ヒータ３０によって隔壁板１４を２００℃以上に、
ＳＦ６等のフッ化イオウガスである場合には隔壁板１４を１００℃以上に加熱しておきつ
つ前記クリーニング方法を実施することが望ましい。
【００７１】
この本発明のシリコン酸化膜に対するクリーニング方法の具体的な設定値の一例は、以下
のとおりである。
【００７２】
６０ＭＨｚの高周波電極２０に印加するパワーを２ｋｗ、クリーニングガスのＮＦ３の流
量を標準状態で２００ｃｍ３／ｍｉｎ（０．６３ｇ／ｍｉｎ）とし、クリーニングガスの
解離を促進させるためＡｒガスを標準状態で１００ｃｍ３／ｍｉｎ（０．１８ｇ／ｍｉｎ
）の流量でクリーニングガス（ＮＦ３）に混入させた。成膜処理空間１６の圧力は１６Ｐ
ａであった。このとき成膜処理空間１６において酸化シリコンが剥離される速さ、つまり
、クリーニング速度は、３０～４０ｎｍ／ｍｉｎであった。
【００７３】
【発明の効果】
以上の説明で明らかなように、本発明によれば、大面積基板にプラズマＣＶＤによりシラ
ン等の材料ガスを用いてシリコン酸化膜等を成膜できる装置、例えば、複数の貫通孔ある
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いは拡散孔が形成された導電性隔壁板を設けることによって真空容器内部がプラズマ生成
空間と成膜処理空間とに隔離され、プラズマ生成空間で生成された活性種が前記隔壁板の
貫通孔を通して成膜処理空間に導入されるＣＶＤ装置に対して最適なクリーニング方法を
提供することができる。
【００７４】
本発明のクリーニング方法を用いて、成膜後に最適なクリーニングを行うことで、パーテ
ィクルの発生を低減させ、前記形態のＣＶＤ装置を大面積基板への製造に有効に利用し、
しかも、クリーニングガスに起因したフッ素による製品汚染がなく、高い製品歩留まりを
維持した状態で安定に連続稼動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のクリーニング方法が適用されるＣＶＤ装置の第１の実施形態の構成を
示す縦断面図である。
【図２】　本発明のクリーニング方法が適用されるＣＶＤ装置の第２の実施形態の構成を
示す縦断面図である。
【図３】（ａ）隔壁板固定箇所の拡大断面図である。
（ｂ）加熱手段が内蔵されている実施形態の隔壁板の拡大断面図である。
【符号の説明】
１１　　　　　　ガラス基板
１２　　　　　　真空容器
１２ａ　　　　　上容器
１２ｂ　　　　　下容器
１２ｂ－１　　　排気ポート
１３　　　　　　排気機構
１４　　　　　　隔壁板
１５　　　　　　プラズマ生成空間
１６　　　　　　成膜処理空間
１７　　　　　　基板保持機構
１８　　　　　　ヒータ
１９　　　　　　プラズマ
２０　　　　　　電極
２０ａ　　　　　電極に形成されている孔
２１ａ　　　　　絶縁部材
２１ｂ　　　　　絶縁部材
２２　　　　　　導電材固定部
２３ａ　　　　　酸素ガス導入パイプ
２３ｂ　　　　　クリーニングガス導入パイプ
２４　　　　　　内部空間
２５　　　　　　貫通孔
２６　　　　　　拡散孔
２７　　　　　　均一板
２８　　　　　　導入パイプ
２９　　　　　　電力導入棒
３０　　　　　　ヒータ
３１　　　　　　絶縁物
３２　　　　　　紐状の導電体
３３　　　　　　取付ネジ
４１　　　　　　接地電位
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